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charge (8 "ét"hﬂ‘@%@bﬁ‘ﬂ'ﬁég“"l”m’b %Eﬁ aires (30). 40 8. Proc6de selon |la

r evendi ‘6‘- =°/'°ae)a ueI Ia- dite etape de formation de parois

| at er al CE cd oion siiy tant A. fornmer une couche isolante (52,
58) sur Zﬁﬁeﬁ éélalm "Lﬁcm at"f on de charge ; et attaquer de

. po
mani ere( Reloy hb o a) sol anto (58) pourfornerdes zones de
parol | ghbf R g‘gi |o 5 Procd selon |a revendi cation 7, dans
l equel la- dite etap ornafion de parole | ateral es conprend | es etapes

CoNsi g1 FHpdcads sefogr-mrqug%q@rﬁmeeg,ﬁ,egougpe d' oxyde sur touts |a couche de
conser vafohmsjea,ﬁh,aaéygd.@@w & de formvation! Ci um pol ycristallin (50); forner une
couche dm tiisidmb lcbuche! lsolirftélbdinptend eélapehe d' oxyde; 7
consistant & former des parois latérales isolantes
(60) autour de I'armature de conservation de
O charge (50) et des couches intermédiaires (30). 40
8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel [a-
dite étape de formation de parois latérales
comprend les étapes consistant & :
former une couche isolante (52, 58) sur 45
tout le point de conservation de charge ; et
attaquer de manigre anisotropique la cou-
che isolante (58) pour former des zones de paroi
latérale isolantes (60).

9. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la-

dite étape de formation de parois latérales
comprend les étapes consistant & :

former une premiére couche d’oxyde sur
toute la couche de conservation de chargeensi- 55
licium polycristallin (50) ;

former une couche de nitrure sur toute la
couche d'oxyde ;



